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Information

B315D,E K
B360D,E K

B325D,E K
B380D,E K

Internationale Vergleichstypen: Q2T 2227 TPQ 2222 Q2T 3725

Integrierte Transistorarrays mit 4 npn — Transistoren ohne und mit Kiihlkorper
Vorldufige technische Daten

Besondere Merkmale: — erweiterter Spannungsbereich
hohe Spannungsfestigkeit
hohe Kollektorstrome

Integration unabhéngiger, aber parametergleicher
Transistoren
(& Ugg, & hae)

Gehause: DIL-Plast

Bauform: 21.2.1.2.14 nach TGL 26 713
21.2.1.3.16 nach TGL 26 713
21.1.1.3.16 nach TGL 26 713

Masse: =1,5g; <159

Typstandard: TGL 42070

firB315D,8360D,B380D
firB315E,K, B360E,K, B3BOE, K

Abmessungen in mm und AnschluBbelegung:
B315D,B325D,B360D,B380D

1 — Kollektor T1
2 — Basis T
3 — Emitter T1
4 — Substrat

5 — Emitter T2
6 — Basis T2
7 — Kollektor T2

8 — Kollektor T3
9 — Basis b2
10 — Emitter T3
11 — nicht belegt
12 — Emitter T4
13 — Basis T4
14 — Kollektor T4
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B315E,B325E,B360E,B380E

B 315K, B 325K, B 360K, B 380 K

1 — Kollektor T1

2 — Basis T1
3 — Emitter T1
& =
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6 — Emitter T2
7 — Basis T2

8 — Kollektor T2

9 — Kollektor T3

10 — Basis T3

11 — Emitter T3 (Substrat)
12 — -

13 - -

14 — Emitter T4

15 — Basis T4

16 — Kollektor T4

Anschluld 11 ist mit der Kuhlfahne intern verbunden und liegt auf Substrat.
Der Substratanschlu® muR immer auf das niedrigste Potential gelegt werden (gilt fir

alle Typen).
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Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich:

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Impulsspitzenstrom
Basisstrom

Gesamtverlustleistung

B315D B360D B380D
B315E B360E B380E
B315K B360K B380K

Betriebstemperaturbereich
Sperrschichttemperatur

Gesamtwéarmewiderstand
B315D B360D B380D
B315E B360E B380E
B315K B360K B380K

BNEDEK

B315D,EK B325DEK B360DEK B380DEK

min. max. max.
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Statische Kennwerte (f}, = 25°C — 5 K):
B315D,EK B325D,EK B360DEK B3BODEK

min. min. min. min. max.

Gleichstromverstarkung')

Ug=2V,lg=50mA h2elT1)
Gruppe B 28 IA
Gruppe C 56 140
Gruppe D 112 280
Gruppe E 224 560
Kollektor-Basis-Reststrom lego
U =20V B315D,EK 100  nA

Ueg =30V B325D,E.K
Ueg =80V B 360 D,E.K
B 380 D,E,K

Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung
IC = 50 mA, IE = 10 mA UEEsa.l 0,5 V

Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung
|c = 1TmA UI‘EHPEEG 15 20 60 80 V

Kollektor-Basis-
Durchbruchspannung
I{: = 100 I.lA U‘BP,:“:BQ 20 80 100 Vv

Gleichstromverstarkungs-

gleichheit der Transistoren

untereinander?)

Ueg =2V, lg = 50 mA 0,8 1,25

1) B316D,EK -~ VorzugsgruppeD
B325D,EK - Vorzugsgruppe D
B360DEK - VorzugsgruppeC
B 380D.,E.K nur Gruppe B-D; Vorzugsgruppe C

2) nichtfir B 380 D,E.K

Dynamische Kennwerte (1, = 256°C — 5K):
min. max.

Ubergangsfrequenz
Ue =10V, lc=10mA, f = 15 MHz fr 60 MHz




Innenschaltung:

BisA1X)

B15SA2X2

Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis B 315 D nach TGL 42 070
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